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本IC是采用CMOS技术开发的可编程的快速响应线性霍尔效应传感器IC。以VREF端子电压为基准，输出与磁速密度成比例的

电压。 
本IC内置有非易失性存储器，通过2线串行接口可以对IC功能的切换和剪切调整进行自由设定。功能切换可以切换基准电压工

作模式、基准电压输出、输出电压极性、频带宽度、热敏关闭的各项功能。剪切调整可以高精度地调整磁性灵敏度、磁性灵敏

度温度漂移、输出失调电压、基准电压输出。 
因可快速响应，最适用于瞬时过电流监控等电流传感器用途。 
 
 特点 

• 输出响应时间 :  2.5 µs max. (频带 400 kHz) 
• 与磁束密度成比例的模拟电压输出 :  以VREF端子电压为基准工作，非线性±0.5% max. 
    由于是非比率工作，对电源噪声具有很高的抵抗力 
• 内置非易失性存储器 :  通过2线串行接口可以对IC进行功能切换和剪切调整 
• 内置热敏关闭电路 :  检测温度170°C typ. 
• 功能切换 
  基准电压工作模式 :  基准电压输出模式*1、基准电压输入模式 
  基准电压输出 :  0.50 V, 1.50 V, 1.65 V, 2.50 V*1 
  输出电压极性 :  正极*1、负极 
  频带宽度 :  100 kHz, 200 kHz, 400 kHz*1 
  热敏关闭 :  有*1、无 
• 剪切调整 
  磁性灵敏度 :  6 V/T ~ 180 V/T (130 V/T typ.*1)、0.3%进阶 max. 
  磁性灵敏度温度漂移 :  -500 ppm/°C ~ +500 ppm/°C (0 ppm/°C typ.*1), 25 ppm/°C进阶 typ. 
  输出失调电压 :  1.5 mV进阶 max. 
  基准电压输出 :  4.0 mV进阶 max. 
•  电源电压范围 :  VDD = 4.5 V ~ 5.5 V 
• 消耗电流 :  IDD = 19 mA typ. 
• 工作温度范围:  Ta = -40°C ~ +125°C 
• 无铅 (Sn 100%)、无卤素 
 
*1. 出厂时的默认设定 
 

 
 用途 

• 磁芯电流传感器 
• 线性位置检测 
• 旋转检测 

 
 封装 

• TMSOP-8 
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 产品型号的构成 
1. 产品名 

S-5611A  B  1A  -  K8T5   U 
 
 

环保标记 
 U : 无铅 (Sn 100%)、无卤素 
 
 
封装简称和IC的包装规格*1 
 K8T5 : TMSOP-8、卷带产品 
 
 
工作温度 
 B : Ta = -40°C ~ +125°C 

 
 

*1. 请参阅卷带图。 
 

2. 封装 

表1  封装图纸号码 

封装名 外形尺寸图 卷带图 带卷图 
TMSOP-8 FM008-A-P-SD FM008-A-C-SD FM008-A-R-SD 

 
3. 产品名目录 

表2 

产品名 封装 
S-5611AB1A-K8T5U TMSOP-8 
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 引脚排列图 
1. TMSOP-8 

 

 

图2 

 表3 

 引脚号 符号 描述 
 

1 VREF / SCL*1 
VREF 基准电压输入 / 输出端子 

 SCL 串行时钟输入端子 
 

2 VOUT / SDA*2 
VOUT 输出端子 

 SDA 串行数据输入 / 输出端子 
 3 VSS 接地 (GND) 端子 

 

4 TEST4*3 测试4端子 
5 VDD 电源端子 
6 TEST1*4 测试1端子 
7 TEST2*4 测试2端子 
8 TEST3*4 测试3端子 

 
*1. VREF / SCL端子兼作基准电压输入 / 输出端子和串行时钟输入端子。 
*2. VOUT / SDA端子兼作输出端子和串行数据输入 / 输出端子。 
*3. TEST4端子被短路于VSS端子 (参阅图1)。设定为开路状态使用。 
*4. 将TEST1端子、TEST2端子、TEST3端子设定为开路状态使用。 
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 绝对最大额定值 
 

表4 

(除特殊注明以外 : Ta = +25°C) 
项目 符号 适用端子 绝对最大额定值 单位 

电源电压 VDD VDD VSS - 0.3 ~ VSS + 6.5 V 

输入输出电压 

VREF VREF / SCL VSS - 0.3 ~ VDD + 0.3 V 
VSCL VREF / SCL VSS - 0.3 ~ VDD + 0.3 V 
VOUT VOUT / SDA VSS - 0.3 ~ VDD + 0.3 V 
VSDA VOUT / SDA VSS - 0.3 ~ VDD + 0.3 V 

VI/O 
TEST1, TEST3 VSS - 0.3 ~ VDD + 0.3 V 
TEST2 VSS - 0.3 ~ VSS + 1.98 V 

结点温度 Tj - -40 ~ +175 °C 
工作环境温度 Topr - -40 ~ +125 °C 
保存温度 Tstg - -40 ~ +150 °C 
注意 绝对最大额定值是指无论在任何条件下都不能超过的额定值。万一超过此额定值，有可能造成产品劣化等物理性损

伤。 
 
 
 热敏电阻值 

表5 

项目 符号 条件 Min. Typ. Max. 单位 

结至环境热阻*1 θJA TMSOP-8 

Board A - 160 - °C/W 
Board B - 133 - °C/W 
Board C - - - °C/W 
Board D - - - °C/W 
Board E - - - °C/W 

*1. 测定环境 : 遵循JEDEC STANDARD JESD51-2A标准 
 

备注 关于详情，请参阅 " Power Dissipation" 和 "Test Board"。 
 
 



可编程、高速响应的线性霍尔效应传感器IC 
S-5611A Rev.3.0_00 

 

 6 

 电气特性 
1. 线性霍尔效应传感器工作 

1. 1 电源特性 

表6 

(除特殊注明以外 : Ta = +25°C, VDD = 5.0 V, VSS = 0 V, VREF = 2.5 V, S = 130 V/T, B = 0 mT, 默认值*1) 

项目 符号 条件 Min. Typ. Max. 单位 测定

电路 
电源电压 VDD - 4.5 5.0 5.5 V - 

消耗电流 IDD Ta = -40°C ~ +125°C  
(Tj = -40°C ~ +150°C) - 19 22 mA 1 

UVLO解除电压 VUVLOR - 4.15 4.30 4.45 V 1 
UVLO检测电压 VUVLOD - 3.95 4.10 4.25 V 1 
UVLO滞后电压 VUVLOHYS - - 0.2 - V - 
UVLO检测延迟时间*2 tDELAY_UVLOD - - 1.0 - ms - 
电源接通复位阈值电压 VPON - - 2.90 - V - 
电源切断阈值电压 VPOFF - - 2.80 - V - 
电源接通复位滞后电压 VPHYS - - 0.10 - V - 
热敏关闭检测温度 TSD 结点温度 - 170 - °C - 
热敏关闭解除温度 TSR 结点温度 - 155 - °C - 
启动时间*3 tPON CLOUT = 4.7 nF, CLREF = 47 nF - 0.9 1.0 ms - 

*1. IC的功能设定和剪切调整为出厂时的默认设定。 
*2. 请参阅 " 工作说明" 的 "3. 1  电源电压下降检测电路" 
*3. 请参阅 " 工作说明" 的 "2. 12  启动时间" 
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1. 2 磁特性 

表7 

(除特殊注明以外 : Ta = +25°C, VDD = 5.0 V, VSS = 0 V, VREF = 2.5 V, S = 130 V/T, B = 0 mT, 默认值*1) 

项目 符号 条件 Min. Typ. Max. 单位 测定

电路 
施加最大磁束密度*2, 3 BMAX 最小磁性灵敏度设定时 ±350 - - mT 1 
磁性灵敏度线性误差*4 LIN Ta = -40°C ~ +125°C (Tj = -40°C ~ +150°C) -0.5 - 0.5 % 1 
磁性灵敏度*5 S 出厂时的默认设定 - 130 - V/T - 
磁性灵敏度设定范围 SRNG - 6 - 180 V/T 1 

磁性灵敏度调整进阶 SSTEP 

计算公式A  
(S@n + 1 [LSB] - S@n [LSB]) / S@0 [LSB] - 0.08 0.15 % 1 

计算公式B  
(S@n + 1 [LSB] - S@n [LSB]) / S@n [LSB] - 0.18 0.30 % 1 

磁性灵敏度温度漂移*6 TCS Ta = -40°C ~ +125°C (Tj = -40°C ~ +150°C) -200 0 200 ppm/°C 1 
磁性灵敏度温度漂移 
设定范围 TCSRNG Ta = -40°C ~ +125°C (Tj = -40°C ~ +150°C) -500 - 500 ppm/°C 1 

磁性灵敏度温度漂移 
调整进阶 TCSSTEP Ta = -40°C ~ +125°C (Tj = -40°C ~ +150°C) - 25 - ppm/°C - 

输出响应时间*7 tRSP_OUT 
CLOUT = 4.7 nF,  
CLREF = 47 nF, B = 10 mT,  
B 90% ~ VOUT 90%为止的时间 

fBW = 400 kHz - 1.25 2.50 µs 1 
fBW = 200 kHz - 2.50 3.75 µs 1 
fBW = 100 kHz - 5.00 6.00 µs 1 

输出反应时间*7 tRAC_OUT 
CLOUT = 4.7 nF,  
CLREF = 47 nF, B = 10 mT,  
B 10% ~ VOUT 10%为止的时间 

fBW = 400 kHz - 0.75 1.75 µs 1 
fBW = 200 kHz - 1.25 2.00 µs 1 
fBW = 100 kHz - 2.00 3.00 µs 1 

输出稳定时间*2, 7 tSET_OUT 

CLOUT = 4.7 nF,  
CLREF = 47 nF, B = 10 mT,  
在VOUT 10% ~ VOUT稳态的3%以内

至静定为止的时间 

fBW = 400 kHz - 2.5 5.0 µs 1 

fBW = 200 kHz - 4.0 6.5 µs 1 

fBW = 100 kHz - 5.5 8.0 µs 1 

输出过冲*2, 7 OS CLOUT = 4.7 nF, CLREF = 47 nF, B = 10 mT, 
针对VOUT稳态的过冲 - - 10 % 1 

频带宽度 fBW 
出厂时的默认设定,  
CLOUT = 4.7 nF, CLREF = 47 nF,  
磁性灵敏度为-3 dB的频率 

- 400 - kHz - 

频带宽度设定范围 fBWRNG CLOUT = 4.7 nF, CLREF = 47 nF, 
磁性灵敏度为-3 dB的频率 

- 400 - kHz - 
- 200 - kHz - 
- 100 - kHz - 

*1. IC的功能设定和剪切调整为出厂时的默认设定。 
*2. 此项目为设计规格保证。 
*3. 请参阅 " 工作说明" 的 "2. 6  施加最大磁束密度" 
*4. 请参阅 " 工作说明" 的 "2. 7  磁性灵敏度线性误差" 
*5. 请参阅 " 工作说明" 的 "2. 4  磁性灵敏度" 
*6. 请参阅 " 工作说明" 的 "2. 5  磁性灵敏度温度漂移" 
*7. 请参阅 " 工作说明" 的 "2. 11  输出响应" 
 
备注 按照1 mT = 10 Gauss的公式换算磁束密度的单位mT。 
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1. 3 输出电压特性 

表8 

(除特殊注明以外 : Ta = +25°C, VDD = 5.0 V, VSS = 0 V, VREF = 2.5 V, S = 130 V/T, B = 0 mT, 默认值*1) 

项目 符号 条件 Min. Typ. Max. 单位 测定

电路 
输出失调电压*2 VOFF 出厂时的默认设定 - 0 - mV 1 
输出失调电压设定范围 VOFFRNG - -100 - 100 mV 1 
输出失调电压调整进阶 VOFFSTEP - - 0.6 1.5 mV 1 

输出失调电压温度漂移*3 TCVOFF Ta = -40°C ~ +125°C  
(Tj = -40°C ~ +150°C) -0.075 0 0.075 mV/°C 1 

输出电压 "H" VOUT_H Ta = -40°C ~ +125°C  
(Tj = -40°C ~ +150°C) 4.85 - - V 1 

输出电压 "L" VOUT_L 
Ta = -40°C ~ +125°C  
(Tj = -40°C ~ +150°C) - - 0.15 V 1 

输出源电流 IOUT_SOC VOUT = VSS 17 22 27 mA 2 
输出吸收电流 IOUT_SNK VOUT = VDD 17 22 27 mA 2 

输出电阻 ROUT 
IOUT = ±1.25 mA, 
Ta = -40°C ~ +125°C  
(Tj = -40°C ~ +150°C) 

- 1 4 Ω 3 

输出端子负载电阻 RLOUT 
连接于VOUT端子 - VSS端子之间, 
Ta = -40°C ~ +125°C  
(Tj = -40°C ~ +150°C) 

2 - - kΩ - 

输出端子负载电容 CLOUT 
连接于VOUT端子 - VSS端子之间, 
Ta = -40°C ~ +125°C  
(Tj = -40°C ~ +150°C) 

0 4.7 6.0 nF - 

根据输入磁束密度换算 
噪声电压密度 BNOISE f = 10 kHz - 0.09 - µT/ Hz - 

输出噪声电压 VNOISE_RMS S = 30 V/T 
fBW = 400 kHz - 1.89 - mVrms - 
fBW = 200 kHz - 1.40 - mVrms - 
fBW = 100 kHz - 1.08 - mVrms - 

*1. IC的功能设定和剪切调整为出厂时的默认设定。 
*2. 请参阅 " 工作说明" 的 "2. 8  输出失调电压" 
*3. 请参阅 " 工作说明" 的 "2. 9  输出失调电压温度漂移" 
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1. 4 基准电压特性 

表9 

(除特殊注明以外 : Ta = +25°C, VDD = 5.0 V, VSS = 0 V, VREF = 2.5 V, S = 130 V/T, B = 0 mT, 默认值*1) 

项目 符号 条件 Min. Typ. Max. 单位 测定

电路 
基准电压输出模式        
基准电压输出 VREF 出厂时的默认设定 2.48 2.50 2.52 V 1 

基准电压设定范围 VREFRNG 

VREF = 2.50 V - 2.50 - V 1 
VREF = 1.65 V - 1.65 - V 1 
VREF = 1.50 V - 1.50 - V 1 
VREF = 0.50 V - 0.50 - V 1 

基准电压调整进阶 VREFSTEP VREF = 2.50 V - 2.5 4.0 mV 1 

基准电压温度漂移*2 TCVREF 

VREF = 2.5 V / 1.65 V / 1.5 V, 
Ta = -40°C ~ +125°C  
(Tj = -40°C ~ +150°C) 

-100 0 100 ppm/°C 1 

VREF = 0.5 V, 
Ta = -40°C ~ +125°C  
(Tj = -40°C ~ +150°C) 

-150 0 150 ppm/°C 1 

基准电压源电流 IREF_SOC VREF = VSS 0.30 0.36 0.50 mA 4 
基准电压吸收电流 IREF_SNK VREF = VDD 10.0 12.0 14.0 mA 4 

基准电压输出电阻 RREF 
IREF = ±12.5 µA, 
Ta = -40°C ~ +125°C  
(Tj = -40°C ~ +150°C) 

160 200 280 Ω 5 

基准电压输出端子负载电阻 RLREF 
连接于VREF端子- VSS端子之间, 
Ta = -40°C ~ +125°C  
(Tj = -40°C ~ +150°C) 

200 - - kΩ - 

基准电压输出端子负载电容 CLREF 
连接于VREF端子- VSS端子之间, 
Ta = -40°C ~ +125°C  
(Tj = -40°C ~ +150°C) 

- 47 - nF - 

基准电压输入模式        
基准电压输入 VREFIN - 0.50 - 2.65 V 5 
基准电压输入泄漏电流 IIN_REF VREF = 0 V ~ 2.65 V - 0.1 - µA - 

*1. IC的功能设定和剪切调整为出厂时的默认设定。 
*2. 请参阅 " 工作说明" 的 "2. 10  基准电压温度漂移" 
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2. 串行通信工作 

2. 1 端子电容 

表10 

(除特殊注明以外 : Ta = +25°C, VDD = 5.0 V, VSS = 0 V) 
项目 符号 条件 Min. Typ. Max. 单位 

SCL端子输入电容 CIN_SCL - - 1 - pF 
SDA端子输入输出电容 CI/O_SDA - - 1 - pF 

 
2. 2 存储器特性 

表11 

(除特殊注明以外 : Ta = +25°C, VDD = 5.0 V, VSS = 0 V) 
项目 符号 条件 Min. Typ. Max. 单位 

重写次数 NW - 1000 - - 次 / 字*1 

数据保存期 - 365天, 24小时*2 

Tj = +25°C 15 - - 年 
Tj = +125°C 10 - - 年 
Tj = +150°C 3 - - 年 
Tj = +175°C 1 - - 年 

*1. 每个地址 (字 : 8位) 
*2. 和温度循环相同，随着时间发生温度变化时，IC为高温时间的累计值。 
 

2. 3 DC电气特性 

表12 

(除特殊注明以外 : Ta = +25°C, VDD = 5.0 V, VSS = 0 V) 
项目 符号 条件 Min. Typ. Max. 单位 

高电位输入电压 VIH_SCL,  
VIH_SDA 

SCL端子*1, SDA端子 0.7 × VDD - VDD + 0.3 V 

低电位输入电压 VIL_SCL,  
VIL_SDA 

SCL端子, SDA端子 -0.3 - 0.3 × VDD V 

输入泄漏电流 
IIH_SCL SCL端子, VSCL = VDD - 0.1 1.0 µA 
IIL_SCL SCL端子, VSCL = VSS - 0.1 1.0 µA 
IIH_SDA SDA端子, VSDA = VDD - 0.1 1.0 µA 

上拉电阻*2 RPU_SDA SDA端子 320 380 460 Ω 
低电位输出电流 IOL_SDA SDA端子, VSDA = 0.6 V 8 12 - mA 

*1. SCL端子的电压也用于退出串行通信工作模式。 
 有关详情，请参阅 " 工作说明" 的"1. 2. 2  退出串行通信工作模式"。 
*2. 串行通信工作模式时，SDA端子变为 "L" 的期间，上拉电阻会流经电流。 

 因此，VDD端子消耗的电流量，除了线性霍尔效应传感器工作模式的消耗电流 (IDD) 之外，
VDD

RPU_SDA
 [A] 的电流也会增加，

务请注意。 
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2. 4 AC电气特性 

2. 4. 1 输出负载 = 100 pF (SCL时钟频率 ≤ 400 kHz) 

表13  测量条件 
 

0.8 × VDD 
Input pulse voltage Output reference voltage 

0.2 × VDD 

0.7 × VDD 

0.3 × VDD 

 

输入脉冲电压 0.2 × VDD ~ 0.8 × VDD 
输入脉冲上升 / 下降时间 20 ns以下 
输出判定电压 0.3 × VDD ~ 0.7 × VDD 
输出负载 100 pF 

  

  图3  AC测量输入、输出波形 
 

表14 

(除特殊注明以外 : Ta = +25°C, VDD = 5.0 V, VSS = 0 V) 
项目 符号 Min. Typ. Max. 单位 

SCL时钟频率 fSCL - - 400 kHz 
SCL时钟 "L" 时间 tLOW 1300 - - ns 
SCL时钟 "H" 时间 tHIGH 600 - - ns 
SCL、SDA上升时间*1 tR - - 300 ns 
SCL、SDA下降时间*1 tF - - 300 ns 
数据输入设置时间 tSU.DAT 100 - - ns 
数据输入保持时间 tHD.DAT 0 - - ns 
数据输出延迟时间 tAA 100 - 1100 ns 
数据输出保持时间 tDH 50 - - ns 
开始状态设置时间 tSU.STA 600 - - ns 
开始状态保持时间 tHD.STA 600 - - ns 
停止状态设置时间 tSU.STO 600 - - ns 
总线释放时间 tBUF 13 - - ms 
噪声抑制时间 tl - 50 - ns 

*1. 此项目为设计规格保证。 
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2. 4. 2 输出负载 = 4.7 nF (SCL时钟频率 ≤ 100 kHz) 

表15  测量条件 
 

0.8 × VDD 
Input pulse voltage Output reference voltage 

0.2 × VDD 

0.7 × VDD 

0.3 × VDD 

 

输入脉冲电压 0.2 × VDD ~ 0.8 × VDD 
输入脉冲上升 / 下降时间 1.0 µs以下 
输出判定电压 0.3 × VDD ~ 0.7 × VDD 
输出负载 4.7 nF 

  

  图4  AC测量输入、输出波形 
 

表16 

(除特殊注明以外 : Ta = +25°C, VDD = 5.0 V, VSS = 0 V) 
项目 符号 Min. Typ. Max. 单位 

SCL时钟频率 fSCL - - 100 kHz 
SCL时钟 "L" 时间 tLOW 5.7 - - µs 
SCL时钟 "H" 时间 tHIGH 2.3 - - µs 
SCL、SDA上升时间*1 tR - - 1.0 µs 
SCL、SDA下降时间*1 tF - - 1.0 µs 
数据输入设置时间 tSU.DAT 0.25 - - µs 
数据输入保持时间 tHD.DAT 0 - - µs 
数据输出延迟时间 tAA 0.1 - 5.45 µs 
数据输出保持时间 tDH 0.05 - - µs 
开始状态设置时间 tSU.STA 4.0 - - µs 
开始状态保持时间 tHD.STA 4.0 - - µs 
停止状态设置时间 tSU.STO 4.0 - - µs 
总线释放时间 tBUF 13 - - ms 
噪声抑制时间 tl - 50 - ns 

*1. 此项目为设计规格保证。 
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SCL 

SDA 
(Input) 

SDA 
(Output) 

tR 

tSU.STO 

tSU.DAT tHD.DAT 

tDH tAA 

tHIGH tLOW 

tHD.STA 

tF 

tSU.STA 

 

图5  总线定时 
 

 
 
 SCL 

SDA D0 

tBUF Write data 
 

Acknowledge Stop condition Start condition Start condition 

 

图6  写入周期定时 
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 测定电路 

 

  

V V 

A 

 VDD 

VSS 

VOUT / SDA 
TEST1 

VREF / SCL 

TEST2 
TEST3 
TEST4 

 

  

A 

 

VDD 

VSS 

TEST1 
TEST2 
TEST3 
TEST4 

VOUT / SDA 

VREF / SCL 

 

 图7  测定电路1 图8  测定电路2 
 

 

  

V 

VDD 

VSS 

TEST1 
TEST2 
TEST3 
TEST4 

VOUT / SDA 

VREF / SCL 

 

  

A 

 

VDD 

VSS 

TEST1 
TEST2 
TEST3 
TEST4 

VOUT / SDA 

VREF / SCL 

 

 图9  测定电路3 图10  测定电路4 
 

 

  

V 

VDD 

VSS 

TEST1 
TEST2 
TEST3 
TEST4 

VOUT / SDA 

VREF / SCL 

 

 图11  测定电路5 
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 标准电路 
1. 基准电压输出模式 

 

47 nF 
Micro- 

controller 
CIN 

CLOUT CLREF 
4.7 nF 47 nF 

VDD 

VSS 

VOUT / SDA 
TEST1 

VREF / SCL 

TEST2 
TEST3 
TEST4 

 

图12  标准电路 (基准电压输出模式) 
 

2. 基准电压输入模式 

 

 

VREF 

47 nF 
Micro- 

controller 
CIN 

CLOUT CLREF 
4.7 nF 47 nF 

VDD 

VSS 

TEST1 
TEST2 
TEST3 
TEST4 

VOUT / SDA 

VREF / SCL 

 

图13  标准电路 (基准电压输入模式) 
 

注意 上述连接图以及参数仅供参考，并不作为保证电路工作的依据。请在进行充分的实测基础上，再设定实际的应用电

路的参数。 
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 各端子的功能说明 
1. VDD端子 

VDD端子是施加正电源电压的端子。为了稳定工作，请在VDD端子 - VSS端子之间连接47 nF以上的旁路电容。 
 

2. VREF / SCL端子 

VREF / SCL端子兼作基准电压输入 / 输出端子和串行时钟输入端子。在线性霍尔效应传感器工作模式时，VREF端子发

挥作用，在串行通信工作模式时，SCL端子发挥作用。 
 
线性霍尔效应传感器工作模式时，输出或输入基准电压。通过内置的非易失性存储器，可以切换基准电压输出模式和基

准电压输入模式。在基准电压输出模式工作时，为了稳定工作，请在VREF端子 - VSS端子之间连接47 nF的电容器

(CLREF)。 
 
串行通信工作模式时，从主装置输入串行时钟，在内置的非易失性存储器中进行写入 / 读出。由于是在SCL时钟输入信

号的上升边缘和下降边缘来进行信号处理，因此请充分注意上升时间和下降时间，遵守技术规格。 
 

3. VOUT / SDA端子 

VOUT / SDA端子兼作输出端子和串行数据输入 / 输出端子。在线性霍尔效应传感器工作模式时，VOUT端子发挥作用，

在串行通信工作模式时，SDA端子发挥作用。 
 
线性霍尔效应传感器工作模式时，该端子输出与施加给IC的磁速密度相应的电压。为了稳定工作，请在VOUT端子 -VSS
端子之间连接4.7 nF的电容器 (CLOUT)。 
 
串行通信工作模式时，双向进行串行数据传输，在内置的非易失性存储器进行写入 / 读出。由信号输入端子和N沟道开路

漏极输出端子构成，内置有向VDD电位上拉的电阻。 
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 工作说明 
1. 工作模式 

本IC有线性霍尔效应传感器工作模式和串行通信工作模式两种工作模式。 
线性霍尔效应传感器工作模式是以基准电压输出 (VREF) 为基准，输出与磁速密度成比例的模拟信号电压。这是用于正常

使用本IC的工作模式。 
串行通信动作模式是通过2线串行接口将设置写入内置的非易失性存储器中，可以进行IC的功能切换和剪切调整。这是在

使用本IC之前进行剪切调整的工作模式。 
 
各个工作模式的进入条件如下所示。 
 
1. 1 进入线性霍尔效应传感器工作模式 

在电源电压上升时，如果VREF / SCL端子为开路，或在VREF / SCL端子 - VSS端子之间连接负载，就进入线性霍尔

效应传感器工作模式。 
在电源电压上升后，本IC会复位内部状态。此时，VOUT / SDA端子和VREF / SCL端子为高阻抗输出。当电源电压达

到UVLO解除电压 (VUVLOR) 时，从内置的非易失性存储器中读出剪切代码。随后，电路开始工作，VOUT / SDA端子

电压和VREF / SCL端子电压上升，进入线性霍尔传感器工作模式。 
 

1. 2 进入和退出串行通信工作模式 

1. 2. 1 进入串行通信工作模式 

图14表示进入串行通信工作模式的方法。在电源电压上升的同时，对VREF / SCL端子施加电源电压，就进入串行

通信动作模式。 
在电源电压上升后，本IC会复位内部状态。此时，VOUT / SDA端子和VREF / SCL端子为高阻抗输出。当电源电压

达到UVLO解除电压 (VUVLOR) 时，只要VREF / SCL端子电压高于0.8 × VDD typ.，就能满足进入串行通信工作模式

的条件。从内置非易失性存储器读出剪切代码后，VOUT / SDA端子和VREF / SCL端子保持高阻抗输出，进入串行

通信工作模式。进入串行通信工作模式后，根据串行通信协议发送通信开始命令后，可以进行内置非易失性存储器

的写入及读出工作。 
 

1. 2. 2 退出串行通信工作模式 

图14表示退出串行通信工作模式的方法。 
进入串行通信工作模式后，在未输入开始状态情况下，VREF / SCL端子的电压低于0.8 × VDD typ.时，就退出串行

通信工作模式进入线性霍尔效应传感器工作模式。为了再次进入串行通信工作模式，需要重新启动电源电压。 
 

 

VDD pin 

VREF / SCL pin 

VUVLOR 

0.8 × VDD typ. 

Serial communication  
operation Mode  
(first time) 

Linear Hall effect 
operation mode 

Transmitting commands to start 
communication during this period 

 

图14 
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1. 2. 3 输入关键字时再次进入串行通信工作模式 

图15表示输入关键字时再次进入串行通信工作模式的方法。 
在首次串行通信工作模式时，通过在关键字寄存器中写入指定代码，不重新启动电源电压，就可以再次进入串行通

信工作模式。通过使VREF / SCL端子的电压高于0.8 × VDD typ.，可以再次进入串行通信工作模式。 
 

 VUVLOR 

Serial communication  
operation Mode  
(second time) 
 

Input the specified code in 
the keyword register 

VDD pin 

VREF / SCL pin 
0.8 × VDD typ. 

Serial communication  
operation Mode  
(first time) 

Linear Hall  
effect  
operation mode 

 

图15 
 

1. 2. 4 超时功能 

本IC备有从串行通信工作模式开始的超时功能。 
在串行通信工作模式时，输入了开始状态后，如果VREF / SCL端子的电压在0.8 × VDD typ.以下，并经过1 ms typ.
以上的时间后，就退出串行通信工作模式，转移到线性霍尔效应传感器工作模式。 
在写入关键字寄存器前或写入中发生上述超时时，为了再次进入串行通信工作模式，需要重新启动电源电压。 
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2. 线性霍尔效应传感器工作 

2. 1 施加磁束方向 

本IC可针对标记面输出应对垂直方向磁束密度的电压。 
 
图16表示施加磁束的方向。 
从IC的下面向上面贯穿磁力线时，即从上面将S极靠近时为+方向。 

 
 

Marking surface 

S 
N 

 

图16 
 

2. 2 霍尔传感器位置 

图17表示霍尔传感器的位置。 
霍尔传感器处于封装中央的标有圆形标记的范围内。 
另外，还标示出从封装的标记面到芯片表面的距离 (typ.值)。 

 

 

 

Top View 

The center of Hall sensor; 
in this Φ 0.3 mm 

 

图17 
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2. 3 输出电压特性 

本IC以基准电压输出 (VREF) 为基准，输出与磁速密度成比例的模拟信号电压。 
模拟信号电压是由磁速密度 (B) 和磁性灵敏度 (S) 而决定的，输出失调电压 (VOFF) 为0 mV时，可用以下公式表示。下

式中的±符号是根据输出信号极性而变化。 
 

VOUT [V] = ±(B × S) + VREF 
 
图18表示输出电压特性的说明图。 
磁速密度 (B) = 0时，VOUT = VREF。当输出信号极性为正极时，如果将磁速密度 (B) 向+方向增加，则VOUT将会以VREF

为基准增加。当输出信号极性为负极时，如果将磁速密度 (B) 向+方向增加，则VOUT将会以VREF为基准减少。 
输出信号极性可以通过内置的非易失性存储器切换设置。 

 
(1) 正极时 (2) 负极时 
 VOUT 

B 0 

VREF 

 

 VOUT 

B 0 

VREF 

 

图18 
 

2. 4 磁性灵敏度 

图19表示磁束密度 (B) 和输出电压 (VOUT) 的关系。磁性灵敏度 (S) 是输出电压 (VOUT) 相对于磁速密度 (B) 的斜率。根

据磁速密度 = B1时的输出电压=VOUT1和磁速密度 = B2时的输出电压=VOUT2，通过以下公式计算。 
 

S [V/T] = (VOUT1 - VOUT2) ÷ (B1 - B2) 
 
磁性灵敏度 (S) 可以通过内置的非易失性存储器进行剪切调整。 

 
 VOUT 

B 0 

VREF 

B1 B2 

VOUT1 

VOUT2 

 

图19 
备注 正极时  



可编程、高速响应的线性霍尔效应传感器IC 
Rev.3.0_00 S-5611A 

 

 21 

2. 5 磁性灵敏度温度漂移 

图20表示磁性灵敏度对温度的依赖性。 
磁性灵敏度温度漂移 (TCS) 是连接低温 (TLOW, Ta = -40°C) 磁性灵敏度 (STLOW) 和高温 (THIGH, Ta = +125°C或Tj = 
+150°C) 磁性灵敏度 (STHIGH) 两点的直线斜率。Ta = +25°C的磁性灵敏度为ST25时，通过以下公式计算。 

 
TCS [ppm/°C] = (STHIGH - STLOW) ÷ ST25 ÷ (THIGH - TLOW) × 106 

 
TCS可以通过内置的非易失性存储器进行剪切调整。 

 
 S 

Ta or Tj THIGH

 

TLOW 

STHIGH 

STLOW 

 

图20 
 

2. 6 施加最大磁束密度 

图21表示磁束密度 (B) 和输出电压 (VOUT) 的关系。 
施加最大磁束密度 (BMAX) 是指在设定的磁性灵敏度 (S) 下，输出电压 (VOUT) 达到VDD - 0.15 V或0.15 V的最小的磁束

密度。输出失调电压 (VOFF) 为0 mV时，通过以下公式计算。 
 

BMAX [mT] = min. { (VDD - 0.15 - VREF) ÷ S, (VREF - 0.15) ÷ S } 
 

 VOUT 

B 0 

VREF 

0.15 

VDD - 0.15 

BMax -BMax 

S 

 

图21 
 

备注 正极时 
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2. 7 磁性灵敏度线性误差 

图22表示磁性灵敏度线性误差 (LIN) 的说明图。 
LIN是连接磁束密度 = +BLIN时的输出电压 (VOUTP) 和磁束密度 = -BLIN时的输出电压 (VOUTM) 的直线与实际的输出电压

的误差。输出失调电压 (VOFF) 为0 mV时，通过以下公式计算。 
 

LIN [%] = ΔVOUTX ÷ (VOUTP - VOUTM) × 100 
 

 VOUT 

B 0 

VREF 

+BLIN -BLIN 

VOUTP 

VOUTM 

ΔVOUTX 

BX 

VOUTX0 

VOUTX 

 

图22 
 

备注 正极时 
 

2. 8 输出失调电压 

图23表示输出失调电压 (VOFF) 的说明图。 
磁束密度 (B) = 0 mT时的输出电压为VOUT0。理想的情况是VOUT0与基准电压输出 (VREF) 一致，但实际上会产生电压误

差。将此电压误差作为输出失调电压 (VOFF)。通过以下公式计算。 
 

VOFF = VOUT0 - VREF 
 

输出失调电压 (VOFF) 可通过内置的非易失性存储器进行剪切调整。 
 

 VOUT 

B 0 

VREF 
VOFF 

VOUT0 

 

图23 
 

备注 正极时 
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2. 9 输出失调电压温度漂移 

图24表示输出失调电压温度漂移对温度的依赖性。 
输出失调电压温度漂移 (TCVOFF) 是连接低温 (TLOW, Ta = -40°C) 输出失调电压 (VOFF_TLOW) 和高温 (THIGH, Ta = +125°C
或Tj = +150°C) 输出失调电压 (VOFF_THIGH) 两点的直线斜率。通过以下公式计算。 

 
TCVOFF [mV/°C] = (VOFF_THIGH - VOFF_TLOW) ÷ (THIGH - TLOW) 

 
 VOFF 

Ta or Tj THIGH TLOW 

VOFF_TLOW 

VOFF_THIGH 

 

图24 
 

2. 10 基准电压温度漂移 

图25表示基准电压对温度的依赖性。 
基准电压温度漂移 (TCVREF) 是连接低温 (TLOW, Ta = -40°C) 基准电压 (VREF_TLOW) 和高温 (THIGH, Ta = +125°C或Tj = 
+150°C) 基准电压 (VREF_THIGH) 两点的直线斜率。Ta = +25°C的基准电压设为VREF_T25时，通过以下公式计算。 
 

TCVREF [ppm/°C] = (VREF_TMAX - VREF_TLOW) ÷ VREF_T25 ÷ (THIGH - TLOW) × 106 
 

 VREF 
 

Ta or Tj THIGH

 

TLOW 

VREF_THIGH 

VREF_TLOW 

 

图25 
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2. 11 输出响应 

 
图26表示在1 µs以内将磁束密度 (B) 从10%提升至90%时，输出电压 (VOUT) 的响应波形。 
施加磁束密度 (B)，在经过了充足的时间后的稳定状态下，输出电压 (VOUT) 为B × S + VREF。在此，将磁束密度达到B 
× 0.1后，到输出电压达到B × S × 0.1 + VREF为止的时间作为输出反应时间 (tRAC_OUT)。将磁束密度达到B × 0.9后，到

输出电压达到B × S × 0.9 + VREF为止的时间作为输出响应时间 (tRSP_OUT)。将输出电压达到B × S × 0.1 + VREF后，在B 
× S × (1 ± 0.03) + VREF以内静定为止的时间作为输出稳定时间 (tSET_OUT)。 
输出电压启动时上升至稳定状态值以上的比率称为输出过冲 (OS)。将启动时的最大输出电压作为VOUT_MAX，通过以下

公式计算OS。 
 

OS [%] = {VOUT_MAX - (B × S + VREF)} ÷ (B × S) × 100 
 

 

Time 

B 

VOUT 

B × 0.9 

B × 0.1 B × S × 0.1 + VREF 

tRSP_OUT 

tRAC_OUT 

tr ≤ 1 μs 

B 
VOUT 

B × S × 0.9 + VREF 

 

 

Time 

B 

VOUT 

B × 0.9 

B × 0.1 

tr ≤ 1 μs 

tSET_OUT 

OS 
 

B 
VOUT 

±3% 
 

B × S × 0.1 + VREF 

VOUT_MAX 

 

图26 
 

2. 12 启动时间 

图27表示电源电压上升时输出电压 (VOUT) 的上升波形。 
电源电压上升后，本IC将复位内部状态。此时，VOUT端子和VREF端子为高阻抗输出。此后，当电源电压达到UVLO
解除电压 (VUVLOR) 时，从内置的非易失性存储器中读出剪切代码，开始电路工作。电路工作开始后，VOUT端子电压

和VREF端子电压开始上升。 
在基准电压输出模式下，将电源电压达到VDD min.后，到输出电压达到VREF × 0.9为止的时间作为启动时间 (tPON)。 

 
 

Time 

VDD typ. 

VOUT 

VDD min. 

VREF × 0.9 

tPON 

V 

0 

VUVLOR 

t ≤ 1 μs 

 

图27 
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3. 保护功能 

3. 1 电源电压下降检测电路 

本IC内置了低电源电压检测电路 (UVLO)。在线性霍尔效应传感器工作期间，电源电压下降而低于UVLO检测电压 
(VUVLOD) 时，如果低于1 ms typ.且电源电压恢复到UVLO解除电压 (VUVLOR) 以上，则IC的工作不会发生变化。但是，

在电源电压低于VUVLOD的状态经过1 ms typ.以上后，IC会停止工作，VOUT端子变为高阻抗输出，VREF端子变为VSS 
(通过10 kΩ电阻下拉至VSS)。此后，当电源电压恢复到VUVLOR以上，经过与电源启动时相同的工作，恢复到通常工作

状态。但是，当电源电压低于电源切断阈值电压 (VPOFF) 后，与经过的时间无关，IC将停止工作，VOUT端子变为高阻

抗输出，VREF端子变为VSS (通过10 kΩ电阻下拉至VSS)。无论在基准电压输出模式，还在基准电压输入模式，都是上

述工作 (请参阅表17、表18)。 
 
 

VUVLOR 

VDD pin 

VSS (0 V) 

< 1 ms typ.  

VUVLOD 

1 ms typ.  

VOUT pin Normal operation Normal operation 

VPOFF 

VREF pin Pull-down  
to VSS  Normal operation Normal operation Pull-down  

to VSS  

High-Z High-Z 

 

图28  电源电压下降检测时 
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3. 2 热敏关闭电路 

本IC为了限制发热，内置了热敏关闭电路。在线性霍尔效应传感器工作期间，当结点温度上升到170°C typ.时，热敏

关闭电路变为检测状态，停止线性霍尔效应传感器工作。当结点温度下降到155°C typ.时，热敏关闭电路变为解除状

态，线性霍尔效应传感器工作重新开始。在检测到热敏关闭电路时，需要减少从VOUT端子或VREF端子输出的电流

或降低环境温度，以提高安装有IC的基板的散热性。如果热敏关闭电路持续为检测状态，有可能造成产品劣化等物理

性损伤，务请注意。无论在基准电压输出模式，还在基准电压输入模式，都是上述工作 (请参阅表17、表18)。 
 

 

TSD 

Tj [℃] 

0°C 

TSR 

VOUT pin High-Z Normal operation 

VREF pin Normal operation 

IOUT 

Normal operation 

Normal operation 

Normal operation 

Pull-down  
to VSS 

Pull-down  
to VSS 

A short-circuit abnormality occurred 
between the VOUT pin and the VSS 
pin on the used board. 

High-Z 

A short-circuit abnormality resolved 
between the VOUT pin and the VSS 
pin on the used board. 

 

图29  热敏关闭检测时 
 

表17  基准电压输出模式 

端子 正常工作时 电源电压下降检测时 热敏关闭检测时 串行通信工作时 
VOUT / SDA 电压输出 High-Z High-Z VDD (上拉380 Ω typ.)*1 
VREF / SCL 电压输出 VSS (下拉10 kΩ typ.) VSS (下拉10 kΩ typ.) High-Z*1 

 
表18  基准电压输入模式 

端子 正常工作时 电源电压下降检测时 热敏关闭检测时 串行通信工作时 
VOUT / SDA 电压输出 High-Z High-Z VDD (上拉380 Ω typ.)*1 
VREF / SCL High-Z VSS (下拉10 kΩ typ.) VSS (下拉10 kΩ typ.) High-Z*1 

 
*1. 串行通信工作时，如果在低电源电压检测 (UVLO) 状态或热敏关闭检测状态，VOUT / SDA端子维持VDD (上拉380 Ω      

typ.)，VREF / SCL端子维持高阻抗。 
 

注意 如果应用电路的散热性能不好，则无法限制自身发热，可能导致应用电路破损。请在实际的应用电路上进行充分的实

测验证，确认没有发生问题。 
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4. 串行通信工作 

本IC在电源启动时进入串行通信工作模式后，通过2线串行接口在内置的非易失性存储器中编程，可以进行IC的功能切换

和剪切调整。 
 

4. 1 开始状态 

SCL端子为 "H" 时，SDA端子从 "H" 变为 "L" 时即为开始状态。所有通信工作都从开始状态开始。 
 

4. 2 停止状态 

SCL端子为 "H" 时，SDA端子从 "L" 变为 "H" 时即为停止状态。 
在读出时序的时候，若接收了停止状态，则读出工作被中断，结束通信。 
在写入时序的时候，若接收了停止状态，则结束写入数据的存取。 

 

 tHD.STA tSU.STO 

SCL pin 

SDA pin 

Start condition Stop condition 
 

图30  开始状态 / 结束状态 
 

4. 3 数据传送 

在SCL端子为 "L" 的期间，通过改变SDA端子，进行数据传送。 
在SCL端子为 "H" 的期间，如果SDA端子发生变化，就会识别开始状态或是停止状态。 

 

 tSU.DAT tHD.DAT 

SCL pin 

SDA pin 
 

图31  数据传送定时 
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4. 4 确认 

数据传送为8位连续传送。随后，在第9个的时钟周期期间，接收数据的系统总线上的从属装置把SDA端子设置为 "L"，
并反馈回数据已接受的确认信号。 

 

 
1 8 9 

tAA tDH 

SCL pin 
(IC input) 

SDA pin 
(Master output) 

SDA pin 
(IC output) 

Acknowledge 
output 

Start condition 

 

图32  确认输出定时 
 

4. 5 装置寻址 

为了进行通信，系统上的主装置使从属装置产生开始状态。随后，主装置向SDA总线上传送7位长的装置地址和1位长

的读出 / 写入指令码。 
装置地址的上位7位被称为装置码，并固定为 "1100 000 b"。 
装置地址的下位1位被称为读出 / 写入指令码，"0 b" 时为写入工作，"1 b" 时为读出工作。 
如果在从总线发出的装置地址一致的情况下，本IC在第9个的时钟周期期间，反馈回确认信号。 

 

 Device code 

MSB LSB 

1 1 0 0 0 0 0 R / W 

 

图33  装置地址 
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4. 6 写入工作 

4. 6. 1 字节写入 

本IC在开始状态之后，通过接收7位长的装置地址和读出 / 写入指令码 "0"，产生确认信号。 
随后，接收8位长的指针数据，产生确认信号。继而，接收8位的写入数据，在确认信号产生之后，通过接收停止

状态信号，开始指针指定的地址的重写工作。 
在重写工作中，全部的工作都被禁止，不反馈回确认信号。 

 S 
T 
A 
R 
T 

1 1 0 0 

W 
R 
I 
T 
E 
 

DEVICE 
ADDRESS 

R 
/ 

W 
 

M 
S 
B 
 

SDA LINE 

A 
C 
K 
 

L 
S 
B 
 

POINTER 

A 
C 
K 
 

0 

S 
T 
O 
P DATA 

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P0 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 

A 
C 
K 
 

A 
C 
K 
 

0 0 0 

 

图34  字节写入 
 

4. 6. 2 多字节写入 

基本的数据传送步骤与字节写入相同，通过连续的接收8位的写入数据进行多字节写入。 
本IC在开始状态之后，一接收到7位长的装置地址和读出 / 写入指令码 "0"，就产生确认信号。 
随后，接收8位长的指定数据，产生确认信号。继而接收8位的写入数据，在确认信号产生之后，继续接收8位写入

数据，产生确认信号。之后，重复进行连续接收8位写入数据工作和确认信号产生的工作。 
本IC内部的地址计数器的内容，每次接收8位的写入数据后，从指针指定的地址开始一个接一个增量。如果指针指

定的地址为0x00-0x1E，一个接一个增量，到0x1E时返回0x00。 
最后，通过接收停止状态信号，从指针指定的地址开始进行写入数据的重写工作开始。 
 

 

R 
/ 

W 
 

S 
T 
A 
R 
T 

1 1 0 0 

W 
R 
I 
T 
E 
 

S 
T 
O 
P 

DEVICE 
ADDRESS DATA (n) POINTER 

M 
S 
B 
 

SDA 
LINE 

A 
C 
K 
 

L 
S 
B 
 

A 
C 
K 
 

A 
C 
K 
 

0 P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P0 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 B7 B0 B7 B0 

A 
C 
K 
 

A 
C 
K 

DATA (n + 1) DATA (n + x) 

0 0 0 

 

图35  多字节写入 
  



可编程、高速响应的线性霍尔效应传感器IC 
S-5611A Rev.3.0_00 

 

 30 

4. 7 读出工作 

4. 7. 1 现行地址读出 

本IC可以在写入、读出工作的同时，保持指针最后指定的地址。只要不中断对本IC的命令传送、电源电压不小于最

低工作电压，地址就可以一直被保持。因此，主装置只要识别出本IC的地址数据，就可以不指定地址，通过现在的

地址数据而进行读出工作。这就称为现行地址读出。 
以下说明本IC内部的地址计数器的内容为n地址号的情况。 
本IC在开始状态之后，接收7位长的装置地址和读出 / 写入指令码的 "1"，而产生确认信号。继而，跟SCL时钟同步

后，本IC输出第n个地址的8位长的数据。随后，地址计数器被增量，地址计数器变为第n + 1个地址。之后，主装

置不输出确认而送出停止状态来结束读出工作。 
 

 S 
T 
A 
R 
T 

1 1 0 0 

 
R 
E 
A 
D 
 

DEVICE 
ADDRESS 

R 
/ 

W 

M 
S 
B 
 

SDA LINE 

A 
C 
K 
 

L 
S 
B 
 

1 

S 
T 
O 
P DATA 

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 0 0 0 

NO ACK from  
master device 

 

图36  现行地址读出 
 

4. 7. 2 随机读出 

随机读出是在读出任意的地址数据的情况下使用的手法。 
首先，为了把地址载入本IC的地址计数器，要根据以下的要领进行摸拟写入。 
本IC在开始状态之后，接收到7位长的装置地址和读出 / 写入指令码的 "0"，就会产生确认信号。随后，接收8位长

的指定字节，产生确认信号。在到此为止的工作中，本IC的地址计数器中会载入地址。 
在写入工作的情况下，此后会接收写入数据，而在摸拟写入的情况下，不进行数据的接收。 
通过摸拟写入，本IC的地址计数器中会载入地址，所以之后的主装置只需重新送出开始状态，使之进行与现行地址

读出相同的工作，从而可以进行从任意的地址开始的数据的读出。也就是说，本IC在开始状态之后，一接收到7位
长的装置地址和读出 / 写入指令码的 "1"，就产生确认信号。随后，从本IC输出与SCL时钟同步的8位长的数据。 
继而，主装置不输出确认信号，通过送出停止状态，来结束读出工作。 

 
 

SDA 
LINE 
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T 

1 1 0 0 

W 
R 
I 
T 
E 
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ADDRESS POINTER 
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L 
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0 0 0 0 0 0 

 

图37  随机读出 
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4. 7. 3 顺序读出 

无论是在现行地址读出还是在随机读出，本IC在开始状态之后，一接收到7位长的装置地址和读出 / 写入指令码的 
"1"，就产生确认信号。 
随后，与SCL时钟同步后从本IC输出8位长的数据时，本IC的地址计数器会自动地增量。 
继而，主装置一送出确认，下一个地址的数据就会被输出。通过主装置送出确认，本IC的地址计数器依次被增量，

可以连续读取数据。指针指定的地址为0x00-0x1E时，进行增量，到达0x1E时返回0x00。指针指定的地址为0x40-
0x5E时，进行增量，到达0x5E时返回0x40。 
为了结束读出工作，主装置不输出确认信号，通过送出停止状态来进行。 

 
 

R 
E 
A 
D 
 

S 
T 
O 
P 

DEVICE 
ADDRESS 

R 
/ 

W 

A 
C 
K 
 

A 
C 
K 
 

A 
C 
K 
 

1 

A 
C 
K 
 

SDA 
LINE 

DATA (n) 

B7 B0 B7 B0 B7 B0 B7 B0 

DATA (n + 1) DATA (n + 2) DATA (n + x) 

NO ACK from  
master device 

 

图38  顺序读出 
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 使用方法 
1. SDA端子和SCL端子的上拉 

SDA端子内置有上拉电阻，因此不需要上拉。 
SCL端子没有内置上拉电阻。在主装置的N沟道开路漏极输出端子处连接了本IC的SCL端子的情况下，必须连接上拉电

阻。另外，在主装置的三态输出端子处连接了本IC的SCL端子的情况下，要使在SCL端子处不输入高阻抗状态，也请连

接同样的上拉电阻。因电压下降而使主装置复位时，可以防止因三态端子的不稳定输出 (高阻抗) 而导致的本IC的误工作。

在线性霍尔效应传感器工作模式时，请断开此上拉电阻。 
 
2. SDA端子和SCL端子的等效电路 

本IC的SDA端子和SCL端子的等效电路如下所示。 
 

 

 SCL 

Analog I/O 

 

 

SDA 

Analog output 

 

 图39  SCL端子 图40  SDA端子 
 

3. 确认检查 

本IC具备确认检查功能，该功能作为用于避免通信错误的握手功能，可检测出主装置与本IC之间的数据通信途中的不良

通信。因此，作为防止误工作的手段是很有效的，推荐在主装置端执行确认检查。 
 
4. SDA端子和SCL端子的噪声抑制时间 

本IC为了抑制SDA端子和SCL端子的噪声而内置了低通滤波器电路，可除去50 ns typ.以下脉冲幅度的噪声。 
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5. 在输入写入数据过程中输入停止状态时的工作 

本IC在写入数据输入过程中输入停止状态时，输入的数据未回复ACK，因此该数据无效。但是，在多字节写入的情况下，

只要有1个地址以上的回复ACK的数据输入，则该数据输入部分有效。 
详情请参阅图41。 
 
由于在停止状态输入后立即执行写入工作，因此最多13 ms期间新的写入数据输入无效。 
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A 
C 
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0 P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 D7 D0 D7 D0 

Stop condition 

A 
C 
K 
 

A 
C 
K 

DATA (n + 1) DATA (n + x) 

Write data 
valid 

0 0 0 

Write data 
invalid 

 
图41  通过在写入过程中输入停止状态来执行写入工作 

 
6. 在输入写入数据过程中输入开始状态时的工作 

本IC在写入数据输入过程中输入开始状态时，与写入数据输入过程中输入停止状态进行相同的工作。在这种情况下，将

被视为重新启动。 
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 寄存器说明 
1. 寄存器映射 

本IC的寄存器映射如表19所示。 
 

表19  寄存器映射 

地址 R/W 内容 
数据 [7:0] 

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 
00 h ~ 08 h R/W A : 设备编号、制造年月日等的存储 A 

09 h ~ 0B h R 
B : 输出失调电压温度漂移调整用数据 
     (输出电压特性 : 正极时) 

B 
0C h ~ 0E h R 

B : 输出失调电压温度漂移调整用数据 
     (输出电压特性 : 负极时) 

0F h R C : 磁性灵敏度温度漂移调整进阶修正数据 C 
10 h R/W D : 输出失调电压的调整 D 
11 h R/W E : 磁性灵敏度的粗调整 - - - E 
12 h R/W E : 磁性灵敏度的粗调整 - - - - - - - E 
13 h R/W F : 热敏关闭有 / 无的选择 - - - - - - - F 
14 h R/W G : 磁性灵敏度的微调整 G 

15 h R/W 
H : 输出电压的极性选择 
I : 磁性灵敏度温度漂移的调整 - I H 

16 h R/W 
J : 基准电压输出的选择 
K : 基准电压输出模式 / 输入模式的选择 - - - J K - J 

17 h R/W L : 基准电压输出的微调整 - - L 

19 h R/W 
M : 输出失调电压温度漂移的调整 
D : 输出失调电压的调整 D - M 

1A h R/W 
G : 磁性灵敏度的微调整 
N : 频带宽度的选择 N - - - - G 

1F h R/W O : 写入保护有效 / 无效的选择 - - - - - - - O 
CF h W P : 关键字寄存器 P 

 
备注 - : Don't care 
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2. 寄存器构成 

2. 1 关键字寄存器 

通过在关键字寄存器中输入指定的代码来选择寄存器访问的有效 / 无效。 
本IC在进入串行通信工作模式后，通过在关键字寄存器中写入 "1100 1101 b"，就可以访问寄存器。 
使用写入保护功能时，输入 "0101 1110 b" 代替上述关键字。关于写入保护，请参阅 "2. 9  写入保护有效 / 无效 (WP)"。 

 
表20  关键字寄存器 

地址 R/W B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 

CF h W 关键字寄存器 

 
CF h 

关键字寄存器 
B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 

1 1 0 0 1 1 0 1 
寄存器访问有效 
(可以访问地址 "1Fh" 以外的地址) 

0 1 0 1 1 1 1 0 
使用写入保护功能时，寄存器访问有效 
(只可以访问 "1Fh" 的地址) 

备注 1. 出厂时的默认设定 : 0000 0000 b (寄存器访问无效) 
 2. 地址 "CFh" 是易失性存储器。 

 
 

2. 2 产品信息 

可以存储设备编号、制造年月日等产品固有信息的领域。 
 

表21  产品信息 

地址 R/W B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 

00 h R/W 

设备编号、制造年月日等的存储 

01 h R/W 

02 h R/W 

03 h R/W 

04 h R/W 

05 h R/W 

06 h R/W 

07 h R/W 

08 h R/W 

备注 出厂时的默认设定 : 0000 0000 b 
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2. 3 剪切调整用数据 

存储灵敏度温度特性、输出失调电压温度漂移调整所需信息的领域。 
 

表22  剪切调整用数据 

地址 R/W B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 

09 h R 

输出失调电压温度漂移调整用数据 (输出电压特性: 正极时) 0A h R 

0B h R 

0C h R 

输出失调电压温度漂移调整用数据 (输出电压特性: 负极时) 0D h R 

0E h R 

0F h R 磁性灵敏度温度漂移调整进阶修正数据 

备注 出厂时的默认设定 : 写入最佳剪切调整代码出厂 
 
  



可编程、高速响应的线性霍尔效应传感器IC 
Rev.3.0_00 S-5611A 

 

 37 

2. 4 磁特性的调整 

用于磁性灵敏度、磁性灵敏度温度漂移、输出电压的极性选择。 
 

表23  磁特性的调整 

地址 R/W B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 

11 h R/W - - - SENSE_COARSE 

12 h R/W - - - - - - - SENSE_ 
COARSE 

14 h R/W SENSE_FINE 

15 h R/W - SENSE_TC SENSE_ 
REV 

1A h R/W FBW_SEL*1 - - - - SENSE_FINE 

*1. 请参阅 "2. 7  频带宽度的选择 (FBW_SEL)"。 
 

备注 - : Don't care 
 
 

2. 4. 1 磁性灵敏度的粗调整 (SENSE_COARSE) 

通过改变SENSE_COARSE来进行磁性灵敏度的粗调整。 
 

表24  磁性灵敏度的粗调整 

11 h 12 h 
磁性灵敏度的粗调整 (Typ.) 

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 
- - - 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0 5600倍 (75 dB) 
- - - 0 0 0 0 0 - - - - - - - 1 2800倍 (69 dB) 
- - - 0 0 1 0 0 - - - - - - - 1 1400倍 (63 dB) 
- - - 0 0 1 1 0 - - - - - - - 1 700倍 (57 dB) 
- - - 0 0 1 1 1 - - - - - - - 1 350倍 (51 dB) 
- - - 1 0 1 1 1 - - - - - - - 1 175倍 (45 dB) 
- - - 1 1 1 1 1 - - - - - - - 1 87.5倍 (39 dB) 

备注 1. 出厂时的默认设定 : 0000 0000 b (地址 "11 h"), 0000 0001 b (地址 "12 h") 
 2. - : Don't care 

 
2. 4. 2 磁性灵敏度的微调整 (SENSE_FINE) 

通过改变SENSE_FINE来进行磁性灵敏度的微调整。 
 

表25  磁性灵敏度的微调整 

1A h 14 h 
修正值 磁性灵敏度的微调整 (Typ.) 

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 

*1 

- - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 
- - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -0.08% 
- - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 -0.16% 
- - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -3 -0.24% 

· · ·  · · ·  · · ·  · · ·  
- - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 -1022 · · ·  
- - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1023 · · ·  

*1. 请参阅 "2. 7  频带宽度的选择 (FBW_SEL)"。 
 

备注 1. 出厂时的默认设定 : 写入最佳剪切调整代码出厂 
 2. - : Don't care  
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2. 4. 3 输出电压的极性选择 (SENSE_REV) 

通过改变SENSE_REV来选择输出电压的极性。 
 

表26  输出电压的极性选择 

15 h 
输出电压极性 

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 
- *1 

0 正极 
- 1 负极 

*1. 请参阅 "2. 4. 4  磁性灵敏度温度漂移的调整 (SENSE_TC)"。 
 

备注 1. 出厂时的默认设定 : 0000 0000 b 
 2. - : Don't care 

 
2. 4. 4 磁性灵敏度温度漂移的调整(SENSE_TC) 

通过改变SENSE_TC来调整磁性灵敏度的温度漂移。 
 

表27  磁性灵敏度温度漂移的调整 

15 h 
修正值 磁性灵敏度温度漂移的调整(Typ.) 

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 
- 0 1 1 1 1 1 *1 

-31 · · ·  
- 0 1 1 1 1 0 -30 · · ·  

· · ·  · · ·  · · · 
- 0 0 0 0 1 1 

*1 

-3 -75 ppm/°C 
- 0 0 0 0 1 0 -2 -50 ppm/°C 
- 0 0 0 0 0 1 -1 -25 ppm/°C 
- 0 0 0 0 0 0 0 0 ppm/°C 
- 1 0 0 0 0 1 +1 +25 ppm/°C 
- 1 0 0 0 1 0 +2 +50 ppm/°C 
- 1 0 0 0 1 1 +3 +75 ppm/°C 

· · ·  · · ·  · · · 
- 1 1 1 1 1 0 *1 +30 · · ·  
- 1 1 1 1 1 1 +31 · · ·  

*1. 请参阅 "2. 4. 3 输出信号的极性选择 (SENSE_REV)"。 
 

备注 1. 出厂时的默认设定 : 0000 0000 b 
 2. - : Don't care 
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2. 5 输出电压特性的调整 

用于输出失调电压、输出失调电压调整范围变更功能的有效 / 无效、输出失调电压温度特性的调整。 
 

表28  输出电压特性的调整 

地址 R/W B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 

10 h R/W VOUT_OFF 

19 h R/W VOUT_OFF - VOUT_OFF_TC*1 

*1. 用于调整输出失调电压温度漂移。详情请向代理商咨询。 
 

备注 - : Don't care 
 

2. 5. 1 输出失调电压的调整 (VOUT_OFF) 

通过改变VOUT_OFF来调整输出失调电压。 
 

表29  输出失调电压的调整 

10 h 19 h 
修正值 输出失调电压的调整 (Typ.) 

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 

*1 

- 

*2 

+255 禁止设定 
0 1 1 1 1 1 1 1 0 - +254 · · ·  
0 1 1 1 1 1 1 0 1 - +253 · · ·  
0 1 1 1 1 1 1 0 0 - +252 · · ·  

· · ·  · · ·  · · ·  · · ·  
0 0 0 0 0 0 0 1 1 

*1 

- 

*2 

+3 +1.8 mV 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 - +2 +1.2 mV 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 - +1 +0.6 mV 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0.0 mV 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 - -1 -0.6 mV 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 - -2 -1.2 mV 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 - -3 -1.8 mV 

· · ·  · · ·  · · ·  · · ·  
1 0 0 0 0 0 1 0 0 

*1 
- 

*2 
-252 · · ·  

1 0 0 0 0 0 0 1 1 - -253 · · ·  
1 0 0 0 0 0 0 1 0 - -254 · · ·  

*1. 请参阅 "表30  输出失调电压的调整范围扩展"。 
*2. 请参阅 "表28  输出电压特性的调整"。 

 
备注 1. 出厂时的默认设定 : 写入最佳剪切调整代码出厂 
 2. - : Don't care 

 
可以更广泛地扩展输出失调电压的调整范围。 

 
表30 输出失调电压的调整范围扩展 

19 h 
输出失调电压的调整范围扩展 

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 

*1 
0 - *2 

调整范围扩展为关 
1 - 调整范围扩展为开 

*1. 请参阅 "表29  输出失调电压的调整"。 
*2. 请参阅 "表28  输出电压特性的调整"。 

 
备注 1. 出厂时的默认设定 : B6 = 0 
 2. - : Don't care  
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2. 6 基准电压特性的调整 

用于基准电压的选择、基准电压输出模式 / 输入模式的选择、基准电压的微调整。 
 

表31  基准电压特性的调整 

地址 R/W B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 

16 h R/W - - - VREF_ 
SEL 

VREF_ 
EXT - VREF_SEL 

17 h R/W - - VREF_FINE 

备注 - : Don't care 
 
 

2. 6. 1 基准电压输出模式 / 输入模式的选择 (VREF_EXT) 

通过改变VREF_EXT来选择基准电压输出模式和基准电压输入模式。 
 

表32  基准电压输出模式 / 输入模式的选择 

16 h 
基准电压模式 

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 
- - - *1 

0 - *1 
基准电压输出模式 

- - - 1 - 基准电压输入模式 
*1. 请参阅 "2. 6. 2  基准电压输出的选择 (VREF_SEL)"。 

 
备注 1. 出厂时的默认设定 : 0000 0000 b 
 2. - : Don't care 

 
2. 6. 2 基准电压输出的选择 (VREF_SEL) 

在基准电压输出模式时，通过改变VREF_SEL来改变基准电压的输出。 
 

表33  基准电压输出的选择 

16 h 
基准电压的输出 (Typ.) 

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 
- - - 0 

*1 

- 0 0 2.50 V 
- - - 0 - 0 1 1.65 V 
- - - 1 - 1 0 1.50 V 
- - - 1 - 1 1 0.50 V 

*1. 请参阅 "2. 6. 1  基准电压输出模式 / 输入模式的选择 (VREF_EXT)"。 
 

注意 上述以外禁止设定。 
 

备注 1. 出厂时的默认设定 : 0000 0000 b 
 2. - : Don't care 
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2. 6. 3 基准电压输出的微调整 (VREF_FINE) 

在基准电压输出模式时，通过改变VREF_FINE来微调整基准电压的输出。 
 

表34  基准电压输出的微调整 

17 h 
修正值 

基准电压输出的微调整 (Typ.) 
B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 VREF = 2.50 V VREF = 1.65 V VREF = 1.50 V VREF = 0.50 V 
- - 0 0 0 0 0 0 0 0 mV 0 mV 0 mV 0 mV 
- - 0 0 0 0 0 1 +1 +2.5 mV  +1.7 mV  +1.5 mV  +0.5 mV 
- - 0 0 0 0 1 0 +2 +5.0 mV +3.3 mV +3.0 mV +1.0 mV 
- - 0 0 0 0 1 1 +3 +7.5 mV +5.0 mV +4.5 mV +1.5 mV 

· · ·  · · ·  · · ·  · · ·  · · ·  · · ·  
- - 1 1 1 1 0 1 +61 · · ·  · · ·  · · ·  · · ·  
- - 1 1 1 1 1 0 +62 · · ·  · · ·  · · ·  · · ·  
- - 1 1 1 1 1 1 +63 · · ·  · · ·  · · ·  · · ·  

备注 1. 出厂时的默认设定 : 写入最佳剪切调整代码出厂 
 2. - : Don't care 

 
 

2. 7 频带宽度的选择 (FBW_SEL) 

通过改变FBW_SEL来选择频带宽度。 
 

表35  频带宽度的选择 

地址 R/W B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 

1A h R/W FBW_SEL - - - - SENSE_FINE*1 

 
1A h 

频带宽度 (Typ.) 
B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 
0 0 - - - - 

*1 
400 kHz 

0 1 - - - - 200 kHz 
1 0 - - - - 100 kHz 

*1. 请参阅 "2. 4. 2  磁性灵敏度的微调整 (SENSE_FINE)"。 
 

注意 上述以外禁止设定。 
 

备注 1. 出厂时的默认设定 :[B7, B6] = [0, 0] 
 2. - : Don't care 

 
  



可编程、高速响应的线性霍尔效应传感器IC 
S-5611A Rev.3.0_00 

 

 42 

2. 8 热敏关闭有 / 无 (TSD_EN) 

通过改变TSD_EN来选择热敏关闭的有 / 无。 
 

表36  热敏关闭有 / 无的选择 

地址 R/W B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 

13 h R/W - - - - - - - TSD_EN 

 
13 h 

热敏关闭 
B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 
- - - - - - - 0 无 
- - - - - - - 1 有 

备注 1. 出厂时的默认设定 : 0000 0001 b 
 2. - : Don't care 

 
 

2. 9 写入保护有效 / 无效 (WP) 

通过改变WP来选择写入保护的有效 / 无效。 
通过启用写入保护，可以防止错误地将数据存储到内置的非易失性存储器中。因此，可在最终确定测试工序时使用，

但此功能并非必须使用。 
如果启用写入保护，则无法向非易失性存储器进行写入。 
仅限在地址CFh中输入 "0101 1110 b" 时，才可进行写入保护有效 / 无效的输入 (请参阅 "2. 1  关键字寄存器")。 

 
表37  写入保护有效 / 无效的选择 

地址 R/W B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 

1F h R/W - - - - - - - WP 

 
1F h 

写入保护 
B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 
- - - - - - - 0 无效 
- - - - - - - 1 有效 

备注 1. 出厂时的默认设定 : 0000 0000 b 
 2. - : Don't care 
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 注意事项 
• 不仅限于本IC，半导体器件请不要在超过绝对最大额定值的条件下使用。特别请充分注意电源电压。额定值以外的瞬间

的急变电压会成为封闭或误工作的原因。详细的使用条件，请充分确认数据表上所记载的项目后，再予以使用。 
 
• 如果将电源设置为高阻抗状态，有可能因击穿电流等而导致电源电压的下降，从而引发本IC的误工作。因此，为降低电

源的阻抗，要充分注意接线方式。 
 
• 请注意，如果电源电压发生急剧的变化，有可能导致IC的误工作。在电源电压发生急剧变化的环境下使用本IC时，推荐

多次读出IC的输出电压来对其进行判定。 
 
• 本IC虽内置了防静电保护电路，但请不要对IC施加超过保护电路性能的过大静电。 
 
• 请注意电源电压、输出电阻的使用条件，使IC内的功耗不超过容许功耗。 
 
• 若对本IC施加较大的应力，则可能导致磁特性发生改变。在安装到基板上时或安装后的操作过程中，也要注意不要对本

IC施加较大的应力。 
 
• 封装的散热性能会根据应用条件而改变。请在实际的应用电路上进行充分的实测验证，确认不存在问题。 
 
• 使用本公司的IC生产产品时，如因其产品中对该IC的使用方法或产品的规格，或因进口国等原因，包含本IC产品在内的

制品发生专利纠纷时，本公司概不承担相应责任。 
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 各种特性数据 (典型数据) 
1. 电源特性 

1. 1 消耗电流 

 
 

1. 2 启动时间 

 VDD = 5.0 V, Ta = -40°C VDD = 5.0 V, Ta = +25°C 

  
 

 VDD = 5.0 V, Ta = +125°C 
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2. 磁特性 

2. 1 磁性灵敏度 2. 2 磁性灵敏度线性误差 

 VDD = 5.0 V, VREF = 2.5 V, S = 130 V/T VDD = 5.0 V, Ta = +25°C 

  
 

2. 3 频带宽度 

 VDD = 5.0 V, Ta = +25°C 
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3. 输出电压特性 

3. 1 响应波形 3. 2 输入磁束密度噪声电压密度 

 VDD = 5.0 V, Ta = +25°C, S = 130 V/T VDD = 5.0 V, Ta = +25°C, BW = 400 kHz 

  
 

3. 3 输出源电流 

 VDD = 4.5 V, VREF = 2.5 V VDD = 5.0 V, VREF = 2.5 V 

  
 

 VDD = 5.5 V, VREF = 2.5 V 
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3. 4 输出吸收电流 

 VDD = 4.5 V, VREF = 2.5 V VDD = 5.0 V, VREF = 2.5 V 

  
 

 VDD = 5.5 V, VREF = 2.5 V 

 
 
 

4. 基准电压特性 
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4. 2 基准电压源电流 (VREF = 2.5 V) 

 VDD = 4.5 V VDD = 5.0 V 

  
 

 VDD = 5.5 V 

 
 

4. 3 基准电压吸收电流 (VREF = 2.5 V) 

 VDD = 4.5 V VDD = 5.0 V 

  
 

 VDD = 5.5 V 
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 Power Dissipation 
 

 

  

       
 Board Power Dissipation (PD)     
 A 0.94 W     
 B 1.13 W     
 C -     
 D -     
 E -     
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